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전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 유기 전계발광 디스플레이 패널

(57) 요약

유기 전계발광 디스플레이 패널은 기판, 기판 상에 평행한 스트라이프 (stripes) 를 형성하는 복수의 제 1 전극, 제 1 전극

과 교차하는 전기절연성의 복수의 격벽, 제 1 전극 및 격벽 상에 형성되는 유기 전계발광층, 유기 전계발광층 상에 배치되

는 복수의 제 2 전극 및 차단막을 구비한다. 제 2 전극은 격벽에 평행한 스트라이프를 형성한다. 유기 전계발광 소자는 제

1 및 제 2 전극의 각 교차부에 형성된다. 차단막은 제 1 전극, 유기 전계발광층, 격벽 및 제 2 전극의 노출된 부분을 피복한
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다. 각 격벽은 폭이 넓은 선단부를 갖는 역 테이퍼상 (tapered) 부분을 가진다. 역 테이퍼상 부분의 테이퍼면과 기판에 평

행한 면에 의해 형성되는 각도 θ 는 50 도 이상 80 도 이하이며, 격벽의 높이는 1.5㎛ 이상 6.0㎛ 이하이다. 차단막은 질화

규소로 형성되며 그 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하이다.

대표도

도 1a

특허청구의 범위

청구항 1.

유기 전계발광 디스플레이 패널로서,

기판;

상기 기판 상에 평행한 스트라이프 (stripes) 를 형성하는 복수의 제 1 전극;

상기 제 1 전극과 교차하는, 전기절연성의 복수의 격벽;

상기 제 1 전극 및 상기 격벽 상에 형성되는 유기 전계발광층;

상기 유기 전계발광층 상에 배치되어, 상기 격벽과 평행한 스트라이프를 형성하는 복수의 제 2 전극으로서, 상기 제 1 전극

과 상기 제 2 전극과의 교차부에 매트릭스상 (matrix) 의 유기 전계발광 소자가 형성되는, 제 2 전극; 및

상기 제 1 전극, 상기 유기 전계발광층, 상기 격벽 및 상기 제 2 전극의 노출된 부분을 피복하는 차단막을 구비하고,

상기 격벽은, 폭이 넓은 선단부를 갖는 역 테이퍼상 (tapered) 부분을 가지며, 상기 역 테이퍼상 부분의 테이퍼면과, 상기

기판에 평행한 면에 의해 형성되는 각도 θ 가 50 도 이상 80 도 이하이고, 상기 격벽의 높이는 1.5㎛ 이상 6.0㎛ 이하이며,

상기 차단막은 질화규소로 형성되며 그 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하인 것을 특징으로 하는, 유기 전계발광 디스플레이

패널.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 격벽은, 상기 제 1 전극과 교차하는 베이스를 더 구비하며, 상기 역 테이퍼상 부분은 상기 베이스 상에 형성되고, 상기

역 테이퍼상 부분의 선단부의 폭은 상기 베이스의 폭보다 좁은 것을 특징으로 하는, 유기 전계발광 디스플레이 패널.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 격벽의 높이 H 가 2㎛ 이상 4.5㎛ 이하의 범위 내인 것을 특징으로 하는, 유기 전계발광 디스플레이 패널.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,
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상기 격벽의 각도 θ 가 60 도 이상 70 도 이하의 범위 내인 것을 특징으로 하는, 유기 전계발광 디스플레이 패널.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 차단막의 두께가 1.2㎛ 이상인 것을 특징으로 하는, 유기 전계발광 디스플레이 패널.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계발광 디스플레이 패널 (이하, 유기 전계발광은 필요에 따라 유기 EL 로 칭함) 에 관한 것이며, 상세하

게는 패시브 매트릭스형 (passive matrix) 의 유기 전계발광 디스플레이 패널에 관한 것이다.

유기 EL 디스플레이 패널은 제 1 전극 (양극) 과 제 2 전극 (음극) 과의 사이에 유기 EL 층이 형성된다. 패시브 매트릭스형

의 유기 EL 디스플레이 패널을 형성하는 경우는, 유기 EL 층을 형성한 후에 제 2 전극을 제 1 전극과 직교하는 평행한 스

트라이프상 (stripes) 으로 형성할 필요가 있다. 이때, 인접하는 제 2 전극 간의 절연성을 확보하기 위해, 제 2 전극과 평행

하게 연장되는 격벽을 형성하는 것이 이루어지고 있다.

예를 들어, 일본 공개특허공보 평 8-315981 호에는, 기판 상에 평행하게 형성되는 제 1 전극과 직교하는 방향으로 연장되

도록 역 테이퍼상 격벽을 형성하며, 유기 EL 층 상에 형성된 제 2 전극 간이나 제 2 전극과 제 1 전극 간의 절연성을 확보

하는 것이 개시되어 있다.

또한, 유기 EL 재료는 수분과 산소에 약하기 때문에, 유기 EL 소자를 차단시킬 필요가 있다. 종래에는, 차단수단으로서 유

리제나 스테인리스스틸제의 차단캔 (커버 케이스) 이 사용되고 있다. 그러나, 차단캔을 사용한 구성에서는 유기 EL 디스플

레이 패널의 두께가 상당히 증대되어, 박형화에 지장을 일으킨다. 그에 따라, 박형화를 추구하는 경우는, 무기막에 의해 차

단이 이루어지고 있다.

상기 일본 공개특허공보 평 8-315981 에서는, 제 2 전극을 형성한 후, 절연성 차단막을, 기판을 자공전시킨 증착법, 스퍼

터링법 (sputtering), CVD 방법 등 재료를 구성 뒤의 공간으로 들어가게 하는 방법으로 성막하는 것이 개시된다. 그리고,

격벽의 높이를 5.6㎛, 격벽의 테이퍼면과 기판으로부터의 법선의 각도가 30 도, 절연 차단막을 SiO2 로써 1㎛ 의 두께로

성막한 예가 개시되어 있다.

격벽은 제 2 전극을 서로 분할하는 기능을 한다. 격벽이 높아질수록, 제 2 전극을 확실하게 분할할 수 있다. 그러나, 격벽에

의해 차단되는 부분에 차단막이 증착되기 어려워진다. 이는 차단성이 저하된다. 반면, 격벽이 낮아질수록, 차단성은 더욱

향상된다. 그러나, 제 2 전극의 분할되기 어려워진다. 또한, 격벽의 테이퍼면과 기판에 평행한 면에 의해 형성되는 각도가

작을수록, 제 2 전극의 분할성은 높아된다. 그러나 각 격벽의 기단부의 폭이 좁아지고, 격벽의 강도가 저하된다.

또한, 유기 EL 디스플레이 패널의 박형화를 위해 차단막을 사용하는 경우, 격벽의 존재로 인해 유기 EL 소자 위에 차단막

을 균일한 두께로 형성하기 어렵다. 차단막의 두께가 얇다면 두께의 불균일로 인해 얇은 부분에서의 차단성이 불충분하게

된다. 차단막이 두꺼울수록, 유기 EL 재료를 수분이나 산소로부터 유기 EL 재료를 보호하는 의미로서의 차단성이 더 향상

된다. 그러나, 차단막이 두꺼워지면, 차단막의 응력에 의해 유기 EL 층과 전극 (층) 과의 계면에서 박리가 발생한다는 문제

가 있다. 또한, 제조 비용도 증가된다.

상기 일본 공개특허공보 평 8-315981 호는, 차단 재료를 구성 뒤의 공간으로 들어가도록 하는 방법으로 성막하며, SiO2

로써 1㎛ 의 두께로 형성하는 것이 개시되어 있다. 그러나 차단막에 관한 자세한 설명은 개시하지 않는다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 박형화를 도모하는 형태로, 양호한 제 2 전극 분할성과 내구성을 구비한 패시브 매트릭스형의 유기 EL

디스플레이 패널을 제공하는 것이다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 태양에서는, 기판, 기판 상에 평행한 스트라이프를 형성하는 복수의 제 1 전극,

제 1 전극과 교차하는 전기절연성의 복수의 격벽, 제 1 전극 및 격벽 상에 형성되는 유기 전계발광층, 유기 전계발광층 상

에 배치되는 복수의 제 2 전극 및 차단막을 구비한다. 제 2 전극은 격벽에 평행한 스트라이프를 형성한다. 유기 전계발광

소자는 제 1 및 제 2 전극의 각 교차부에 형성된다. 차단막은 제 1 전극, 유기 전계발광층, 격벽 및 제 2 전극의 노출된 부

분을 피복한다. 각 격벽은 폭이 넓은 선단부를 갖는 역 테이퍼상 부분을 가진다. 역 테이퍼상 부분의 테이퍼면과 기판에 평

행한 면에 의해 형성되는 각도 θ 는 50 도 이상 80 도 이하이며, 격벽의 높이는 1.5㎛ 이상 6.0㎛ 이하이다. 차단막은 질화

규소로 형성되며 그 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하이다.

발명의 구성

이하, 본 발명의 구체적인 일 실시형태를 도 1a 내지 2C 를 참조하여 설명한다. 또한, 도 1a 내지 2C 는 유기 EL 디스플레

이 패널의 구성을 모식적으로 도시한다. 도시의 목적으로, 일부 소자의 치수가 과장되었다. 즉, 도면 내 일부 소자의 폭, 길

이 및 두께의 비는 실측비와 다르다.

도 1a 는 차단막이 생략된 유기 EL 디스플레이 패널을 도시하는 개략 사시도이다. 도 1a 및 1B 에 나타낸 바와 같이, 유기

EL 디스플레이 패널 (11) 은 기판 (12), 제 1 전극 (13), 격벽 (14) 및 유기 전계발광 (EL) 층 (15) 을 구비하고 있다. 제 1

전극 (13) 은 기판 (12) 상에 형성되어 스트라이프상으로 형성된다. 격벽 (14) 은 제 1 전극 (13) 을 교차한다. 각 유기 EL

층 (15) 은 제 1 전극 중 하나에 제공된다. 또한, 유기 EL 디스플레이 패널 (11) 은 제 2 전극 (16) 및 차단막 (17) 을 가진

다. 제 2 전극 (16) 은 유기 EL 층 (15) 상에 배치되며 격벽 (14) 에 평행하다. 제 1 전극 (13) 과 제 2 전극 (16) 의 각 교차

점에서, 유기 EL 층 (15) 은 전극 (13 및 16) 사이에 제공된다. 제 1 전극 (13), 제 2 전극 (16) 및 유기 EL 층 (15) 의 적층

부분 각각이 유기 전계발광 (EL) 소자 (18) 를 형성한다. 유기 EL 디스플레이 패널 (11) 은 기판 (12) 상에 매트릭스상으로

배열된 유기 EL 소자 (18) 를 구비한다.

기판 (12) 으로서 투명 유리 기판이 사용된다.

제 1 전극 (13) 은 양극을 구성하며, 공지의 유기 EL 소자에서 투명 전극으로서 사용되는 인듐 산화주석 (ITO) 으로 형성

되어 있다. 각 제 1 전극 (13) 간에는 제 1 전극과 실질상 동일한 두께를 가지는 절연막 (19) 이 형성되어 있다. 제 1 전극

(13) 의 표면과 절연막 (19) 의 표면은 실질상 서로 동일 평면으로 형성되어 있다. 이 실시형태에서, 절연막 (19) 은, 폭이

제 1 전극 (13) 의 폭보다 크게 형성되어 있다. 예를 들어, 절연막 (19) 의 폭과 제 1 전극 (13) 의 폭의 비가 5:3 으로 형성

되어 있다. 절연막 (19) 은 포지티브 레지스트 (positive resist) 로 형성되어 있다.

격벽 (14) 은 베이스 (14a) 및 역 테이퍼상 부분 (14b) 으로 구성되어 있다. 베이스 (4a) 는 제 1 전극 (13) 에 교차되도록

형성되어 있으며, 역 테이퍼상 부분 (4b) 은 베이스 (14a) 상에 형성되어 있다. 즉, 격벽 (14) 은 선단측정폭이 넓은 역 테

이퍼상 부분 (4b) 을 가지도록 형성되어 있다. 베이스 (14a) 는 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 선단의 폭보다 넓은 폭을 가지

고 있다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 선단의 폭과 베이스 (14a) 의 폭의 비는 3:5 로 형성되어 있다. 각 격벽 (14) 은 인접하

는 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 간격이 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 선단의 폭의 수배가 되도록 형성되어 있다. 격벽 (14) 의

베이스 (14a) 는 포지티브 레지스트로 형성되어 있다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 은 네거티브 레지스트 (negative resist) 로

형성되어 있다.

격벽 (14) 은 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 테이퍼면과 기판에 평행한 면에 의해 형성되는 각도 θ 가 50 도 이상 80 도 이하,

바람직하게는 60 도 이상 70 도 이하, 더 바람직하게는 65 도와 같게 되도록 형성된다. 또한, 격벽 (14) 은 각 역 테이퍼상

부분 (14b) 의 높이 H 가 1.5㎛ 이상 6.0㎛ 이하, 바람직하게는 2.0㎛ 이상 4.5㎛ 이하, 더 바람직하게는 2.9㎛ 이상 4.0㎛

이하가 되도록 형성된다.

유기 EL 층 (15) 은 제 1 전극 (13) 측으로부터 순서대로, 정공 주입층, 정공 전송층, 발광층, 전자 전송층 및 전자 주입층

을 적층하여 형성되어 있다.
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제 2 전극 (16) 은 음극을 구성하며, 예를 들어 알루미늄과 같은 유기 EL 소자의 음극에 적합한 금속으로 형성되어 있다.

또한, 제 2 전극 (16) 은 광반사성을 갖는다. 즉, 각 유기 EL 소자 (18) 는 유기 EL 층 (15) 으로부터 발생한 광이 기판 (12)

측으로부터 나오는 (출사되는), 소위 "보텀 에미션 타입 (bottom emission type)" 이다.

차단막 (17) 은 제 1 전극 (13), 유기 EL 층 (15), 격벽 (14) 및 제 2 전극 (16) 의 노출 부분, 즉, 차단막 (17) 의 형성 이전

에 노출되어 있는 부분을 피복하도록 형성되어 있다. 단, 제 1 전극 (13) 및 제 2 전극 (16) 의 단자부에는 차단막 (17) 이

형성되지 않는다. 차단막 (17) 은 질화규소로 형성되며, 막 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하, 바람직하게는 1.2㎛ 이상 3.0㎛

이하, 더 바람직하게는 1.5㎛ 이상 2.0㎛ 이하이다. 기판 (12) 의 차단막 (17) 이 형성되어 있는 측면에 격벽 (14) 의 존재

로 인해, 차단막 (17) 의 두께는 위치에 따라 달라진다. 따라서, 이 명세서에서 차단막 (17) 의 두께라고 하는 경우는, 기판

(12) 에 평행한 차단막 (17) 부분의 두께를 의미한다.

다음으로, EL 디스플레이 패널 (11) 의 제조 방법이 설명된다.

먼저, 패터닝 공정에서, 기판 (12) 상에 투명 전극을 구성하는 ITO 막을 형성한다. ITO 막은, 스퍼터링법, 진공 증착법 및

이온 증착법 등 공지의 박막 형성방법에 의해 형성된다. 다음으로, 이 ITO 막은 에칭되어 제 1 전극 (13) 을 스트라이프상

으로 형성한다.

다음으로, 절연막 (19) 이 제 1 전극 (13) 사이의 공간을 채우도록 형성된다. 절연막 (19) 은 포지티브 레지스트를 사용한

포토리소그래프법에 의해 형성된다.

다음의 격벽 형성 공정에서는, 격벽 (14) 이 형성된다. 격벽 형성 공정은 베이스 (14a) 를 형성하는 베이스 형성 공정과, 역

테이퍼상 부분 (14b) 을 형성하는 역 테이퍼상 부분 형성 공정을 구비하고 있다. 베이스 형성 공정에서는, 포지티브 레지스

트를 사용한 포토리소그래프법에 의해 베이스 (14a) 가 제 1 전극 (13) 및 절연막 (19) 과 직교하는 상태로 형성되어 있다.

상술하면, 스핀 코팅을 통하여 포지티브 레지스트를 도포한 후, 포지티브 레지스트를 핫 플레이트로 가열한다. 그 후, 포지

티브 레지스트는 베이스 (14a) 가 되는 부분을 제외하고 자외선이 조사된다. 그 후, 현상되어 베이스 (14a) 가 형성된다. 베

이스 (14a) 는 그 후 베이킹 (bake) 된다.

다음으로, 역 테이퍼상 부분 형성 공정에서, 네거티브 레지스트를 사용한 포토리소그래프법에 의해 역 테이퍼상 부분

(14b) 이 베이스 (14a) 상에 형성된다. 먼저, 도 2a 에 도시된 바와 같이 베이스 (14a) 및 제 1 전극 (13) 을 피복하도록, 스

핀 코팅법으로 네거티브 레지스트 (20) 가 소정의 두께로 도포된다. 도포된 네거티브 레지스트 (20) 는 핫 플레이트에 의해

가경화된다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이 H 는 스핀 코팅시 스핀 코터의 회전 속도를 변경함으로써 조정될 수 있다. 다

음으로, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 선단부의 폭에 대응하는 부분이 자외선에 노광된 후, 현상된다. 네거티브 레지스트

(20) 는 광에 노광된 면에 가까운 부분에서 광경화가 진행되기 용이하다. 따라서, 자외선이 네거티브 레지스트 (20) 에 대

해 수직 방향으로부터 조사된다 하더라도, 도 2b 에서 도시되는 바와 같이 현상은 베이스 (14a) 상에 역 테이퍼상 부분

(14b) 이 형성되도록 한다. 현상 후, 네거티브 레지스트 (20) 는 베이킹로에서 베이킹된다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각

도 θ 는 베이킹 온도를 변경함으로써 조정될 수 있다.

기판 (12) 을 UV/오존 세정시킨 후, 유기 EL 층 형성 공정을 통하여 유기 EL 층 (15) 이 형성된다. 유기 EL 층 (15) 은 유

기 EL 층 (15) 을 구성하는 각 층이 공지된 진공 증착법에 의해 형성됨으로써 형성된다. 각 구성 층의 두께는, 예를 들어

1nm 이상 100nm 이하의 범위이다.

다음으로, 제 2 전극 형성 공정에서는, 유기 EL 층 (15) 을 피복하는 제 2 전극 (16) 이 제 1 전극 (13) 과 교차하는 평행한

스트라이프상으로 형성된다. 제 2 전극 (16) 은 알루미늄 (Al) 을 증착하는 것으로 형성된다. 그 결과, 도 2c 에 나타나는

상태가 된다.

다음으로, 차단막 형성 공정에서는 차단막 (17) 이 형성된다. 차단막 (17) 은 제 2 전극 (16) 이 형성된 후, 진공일환으로

공지의 플라즈마 CVD 방법으로 질화규소를 증착함에 의해 형성된다. 차단막 (17) 의 막 두께는 플라즈마 CVD 의 증착 시

간을 제어함으로써 조정될 수 있다.

실시예

이하, 실시예에 의해 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
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기판 (12) 으로서 크기 200mm×200mm 및 두께 0.5mm 의 무알칼리 유리 판을 사용하여 다음의 기본 조건으로 평가용

유기 EL 디스플레이 패널 (11) 을 형성하였다. 제 1 전극 (13) 의 폭은 15㎛이고 제 1 전극 (13) 의 두께는 200nm 이었다.

절연막 (19) 의 폭은 25㎛ 이었다. 격벽 (14) 의 베이스 (14a) 의 폭은 25㎛ 이었고 베이스 (14a) 의 두께는 1㎛ 이었다. 역

테이퍼상 부분 (14b) 의 선단부의 폭은 15㎛ 이었다. 격벽 (14) 사이의 간격은 60㎛ 이었다. 제 2 전극 (16) 의 두께는 150

㎛ 이었다. 유기 EL 층 (15) 은 다음의 구성으로 하였다.

정공 주입층으로서 두께 100nm 의 구리 프탈로시아닌 (CuPc) 층, 정공 전송층으로서 두께 200nm 의 디페닐 나프틸 디아

민 (NPD) 층이 각각 사용되었다. 호스트 재료로서 Alq3 를, 도펀트로서 DCJTB 를 포함하는 발광층이 두께 30nm 를 가지

도록 형성되었다. DCJTB 의 양은 Alq3 의 양에 대하여 2wt% 가 되도록 함유되어 있다. 막 두께 20nm 의 Alq3 층이 전자

전송층, 막 두께 1nm 의 리튬 플로이드 (LiF) 층이 전자주입층으로서 각각 사용되었다.

그리고, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이 H 를 1.3㎛ 이상 6.5㎛ 이하의 범위에서 변경하였으며, 각도 θ 를 40 도 이상 85

도 이하의 범위에서 변경하였다. 차단막 (17) 의 두께를 0.5㎛ 이상 5.0㎛ 이하의 범위에서 변경하였다. 이러한 방식으로,

각 조건을 조합한 시료 (유기 EL 디스플레이 패널 (11)) 를 조정하여, 제 2 전극 (음극) 의 절연성 및 차단성을 평가하였다.

또한, 격벽 (14) 의 높이 H, 각도 θ 및 차단막 (17) 의 두께를 유기 EL 디스플레이 패널 (11) 의 단면 관찰을 통해 측정하였

다.

네거티브 레지스트 용액의 도포시에 일어나는 스핀 코스터의 회전수와 두께와의 관계가 시험을 통해 획득되었으며, 그 후

희망 높이 H 에 대응하는 회전수로서 스핀 코스터를 구동함으로써 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 희망 높이 H 가 획득되었다.

노광량, 포스트 베이킹 온도 및 시간과 각도 θ 와의 관계가 시험을 통해 획득되었으며, 그 후 각도 θ 에 대응하는 노광량

및 포스트 베이킹 조건에서 노광 및 포스트 베이킹을 실시함으로써 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 희망 각도 θ 가 획득되었다.

플라즈마 CVD 의 증착 시간과 형성된 막의 두께와의 관계가 시험을 통해 획득되었으며, 그 후 희망 두께에 대응하는 증착

시간에 대해 플라즈마 CVD 를 실시함으로써 차단막 (17) 의 희망 두께가 획득되었다.

음극 분할성 평가

음극 분할성은 인접한 제 2 전극 (16) 이 서로 전기적으로 계속적인지 아닌지 검사함으로써 평가되었다. 구체적으로는, 모

든 제 1 전극 (13) 을 전원의 플러스 단자에 접속하고, 제 2 전극 (16) 을 마이너스 단자에 하나씩 접속하였다. 이 때, 유기

EL 층 (15) 의 발광 가능성이 검사되었다. 인접한 제 2 전극 (16) 과 전기적으로 계속적인 제 2 전극 (16) 의 비율 (백분율)

이 30% 이상인 경우는 × 로 표시되었고, 비율이 30% 미만 10% 이상인 경우는 △ 로 표시되었고, 비율이 10% 미만인 경

우는 ○ 로 표시되었다.

차단성 평가

유기 EL 디스플레이 패널의 시료를 온도 60℃ 및 상대 습도 60% 에서 500 시간 동안 방치한 후, 발광 시험을 실시하여, 전

화소 면적에 대한 발광 면적의 비율 (백분율) 이 구해졌다. 발광 비율이 60% 이하인 경우에는 × 로 표시되었으며, 비율이

60% 초과 90% 미만인 경우에는 △ 로 표시되었고, 비율이 90% 이상인 경우에는 ○ 로 표시되었다.

평가 결과가 표 1,2 및 3 에 나타나 있다.

표 1

높이 H

(㎛)

각도 θ

(도)

차단막 두께

(㎛)
음극 분할성 차단성

1.3 60 1.8 × ○

1.5 60 1.8 △ ○

2.0 60 1.8 ○ ○

2.9 60 1.8 ○ ○

3.6 60 1.8 ○ ○

4.0 60 1.8 ○ ○

4.5 60 1.8 ○ ○

6.0 60 1.8 ○ △

6.5 60 1.8 ○ ×
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표 2

높이 H

(㎛)

각도 θ

(도)

차단막 두께

(㎛)
음극 분할성 차단성

2.9 40 1.8 ○ ×

2.9 50 1.8 ○ △

2.9 60 1.8 ○ ○

2.9 65 1.8 ○ ○

2.9 70 1.8 ○ ○

2.9 80 1.8 △ ○

2.9 85 1.8 × ○

또한, 차단막의 두께가 3.6㎛ 인 때에도 동일한 결과가 획득되었다.

표 3

높이 H

(㎛)

각도 θ

(도)

차단막 두께

(㎛)
음극 분할성 차단성

2.9 60 0.5 ○ ×

2.9 60 0.7 ○ △

2.9 60 1.2 ○ ○

2.9 60 1.5 ○ ○

2.9 60 1.8 ○ ○

2.9 60 2.5 ○ ○

2.9 60 3.0 ○ ○

2.9 60 4.0 ○ ○

2.9 60 5.0 ○ ○*

*유기 EL 층과 전극과의 계면에서 박리가 발생

또한, 각도 θ 가 65 도인 때에도 동일한 결과가 획득되었다.

표 1 로부터 명백한 바와 같이, 음극 분할성 평가는, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이가 1.3㎛ 인 때 ×, 높이 H 가 1.5㎛ 인

때 △, 높이 H 가 2.0㎛ 이상 6.5㎛ 이하의 범위인 때 ○ 가 되었다. 차단성 평가는, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이가 6.5

㎛ 인 때 ×, 높이 H 가 6.0㎛ 인 때 △, 높이 H 가 1.3㎛ 이상 4.5㎛ 이하 범위인 때 ○ 가 되었다.

평가가 × 인 것은 불합격이다. 그러나, 평가가 △ 인 것은 평가 ○ 의 것에 비교하여 생산율은 낮으나 불합격이라고는 할

수 없다. 따라서, 음극 분할성 및 차단성의 평가로부터 격벽 (14) 은, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이 H 는 1.5㎛ 이상 6.0

㎛ 이하, 바람직하게는 2.0㎛ 이상 4.5㎛ 이하, 더 바람직하게는 2.9㎛ 이상 4.0㎛ 이하가 된다.

표 2 로부터 명백한 바와 같이, 음극 분할성 평가는, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각도 θ 가 85 도인 때 ×, 각도 θ 가 80 도

인 때 △, 각도 θ 가 40 도 이상 70 도 이하의 범위인 때 ○ 가 되었다. 차단성 평가는, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각도 θ

가 40 도인 때 ×, 각도 θ 가 50 도인 때 △, 각도 θ 가 60 이상 85 이하 범위인 때 ○ 가 되었다. 그러나, 평가가 × 인 것은

불합격이었다. 평가가 △ 인 것은 평가 ○ 의 것보다 생산율은 낮으나 불합격이라고는 할 수 없다. 따라서, 음극 분할성 및

차단성의 평가로부터 격벽 (14) 은, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각도 θ 가 50 이상 80 이하 사이의 범위 내, 바람직하게는

60 이상 70 이하의 범위 내가 된다.

표 3 으로부터 명백한 바와 같이, 음극 분할성 평가는, 차단막 (17) 의 두께가 0.5㎛ 이상 5.0㎛ 이하 범위 내인 한 평가가

○ 로 되었다. 또한, 차단성 평가는, 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 두께가 0.5㎛ 인 때 ×, 두께 H 가 0.7㎛ 인 때 △, 두께 H

가 1.2㎛ 이상 5.0㎛ 이하 범위 내인 때 ○ 가 되었다. 또한, 막 두께가 5.0㎛ 인 경우, 발광하지 않은 부분의 관찰을 통해

비발광 부분은 차단성을 악화시키는, 소위 "다크 스팟 (dark spots)" 이 아님이 드러났다. 따라서, 유기 EL 층 (15) 과 제 1

전극 (13), 또는 유기 EL 층 (15) 과 제 2 전극 (16) 간의 계면에서의 박락이 발생하고 있다고 생각되어진다. 따라서, 차단
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막 (17) 의 두께가 5.0㎛ 인 경우는 차단성에 관해서는 합격이나, 유기 EL 소자 (18) 에 대해 필요한 방습성을 확보하지 못

해 불합격이 된다. 따라서, 차단막 (17) 의 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하, 바람직하게는 1.2㎛ 이상 3.0㎛ 이하, 더 바람직

하게는 1.5㎛ 이상 2.5㎛ 이하가 된다.

발명의 효과

본 실시형태는 다음의 효과를 가진다.

유기 EL 디스플레이 패널 (11) 은 제 1 전극 (13), 격벽 (14), 유기 EL 층 (15) 및 제 2 전극 (16) 을 가진다. 제 1 전극 (13)

은 기판 (12) 상에 형성되어 평행한 스트라이프상을 형성한다. 격벽 (14) 은 절연성이며 제 1 전극 (13) 사이에 있다. 유기

EL 층 (15) 은 제 1 전극 (13) 및 격벽 (14) 상에 형성된다. 제 2 전극 (16) 은 유기 EL 층 상에 배치되며 격벽 (14) 에 평행

한 스트라이프상으로 형성된다. 제 1 전극 (13), 유기 EL 층 (15), 격벽 (14) 및 제 2 전극 (16) 은 차단막 (17) 에 의해 차

단되어 있다. 각 격벽 (14) 은 폭이 넓은 선단부를 갖는 역 테이퍼상 부분을 가진다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각 테이퍼

면과 기판에 평행한 면에 의해 형성되는 각도 θ 는 50 도 이상 80 도 이하이다. 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 높이는 1.5㎛

이상 6.0㎛ 이하이다. 차단막은 질화규소로 형성되며 막 두께는 0.7㎛ 이상 4.0㎛ 이하이다. 따라서, 양호한 제 2 전극 분

할성과 내구성을 갖는 패시브 매트릭스상 유기 EL 디스플레이 패널 (11) 을 제공하는 것이 가능하다. 또한, 차단막 (17) 을

구성하는 질화규소는 이산화규소의 1.4 배의 밀도를 가지고, 구조가 치밀하기 때문에, 차단막 (17) 은 수분이나 산소가 거

의 통과되지 않는다. 따라서, 차단막 (17) 이 이산화규소로 형성되는 경우와 비교하여, 도시된 실시형태는 동일한 두께에

서의 차단성을 향상시킨다.

격벽 (14) 은 베이스 (14a) 및 역 테이퍼상 부분 (14b) 으로 구성된다. 베이스 (14a) 는 제 1 전극 (13) 을 교차한다. 역 테

이퍼상 부분 (14b) 은 베이스 (14a) 상에 형성되며 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 선단부의 폭은 베이스 (14a) 의 폭보다 좁

다. 이러한 방식으로, 역 테이퍼상 부분 (14b) 은 제 1 전극 (13) 에 직접적으로 형성되지 않고, 베이스 (14a) 상에, 역 테이

퍼상 부분 (14b) 의 선단부의 폭보다 넓은 폭으로 형성된다.

격벽 (14) 의 높이가 2㎛ 이상 4.5㎛ 이하인 때, 제 2 전극의 분할성 및 차단성이 보다 향상된다.

격벽 (14) 의 각도 θ 가 60 도 이상 70 도 이하인 때, 제 2 전극의 분할성 및 차단성이 보다 향상된다.

차단막 (17) 의 두께가 1.2㎛ 이상 4.0㎛ 이하인 때, 차단성이 보다 향상된다.

본 발명의 정신 또는 범위에서 벗어나지 않고 다수의 다른 특정한 형태들로 본 발명이 실시될 수도 있음이 당업자에게 명

백할 것이다. 특히, 본 발명이 하기 형태로 실시될 수도 있음을 이해해야 한다.

절연막 (19) 및 베이스 (14a) 는 포지티브 레지스트 대신에 네거티브 레지스트로 형성될 수 있다. 네거티브 레지스트를 사

용하는 경우, 역 테이퍼상 부분 (14b) 을 형성하기 위해 사용되는 네거티브 레지스트가 절연막 (19) 및 베이스 (14a) 를 형

성하기 위해 사용될 수 있다.

베이스 (14a) 가 생략되어 각 격벽 (14) 이 역 테이퍼상 부분 (14b) 만을 가질 수도 있다. 이 경우에, 격벽 (14) 으로부터 분

리된 절연막은 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 거의 말단에 제공되어, 제 2 전극 (16) 과 제 1 전극 (13) 과의 단락을 방지할 필

요가 있다.

기판 (12) 의 크기, 제 1 전극 (13) 의 폭, 절연막 (19) 의 폭, 격벽 (14) 의 베이스 (14a) 의 폭 또는 두께, 역 테이퍼상 부분

(14b) 의 선단부의 폭 또는 인접한 격벽 (14) 의 간격 및 제 2 전극 (16) 의 두께가 필요에 따라 변경될 수도 있다.

제 1 전극 (13) 및 제 2 전극 (16) 이 교차되는 한, 전극 (13, 16) 은 서로 직교해야만 할 필요는 없다.

격벽 (14) 의 역 테이퍼상 부분 (14b) 의 각도 θ 를 희망값으로 조정하는 방법으로서, 포스트 베이킹 온도를 조정하는 대신

에 노광 시간 또는 노광 각도를 변경하여 조정할 수도 있다.

유기 EL 층 (15) 은 발광층이 포함되는 한 정공 주입층, 정공 전송층, 발광층, 전자 전송층 및 전자 주입층을 가지도록 구성

될 필요는 없다. 예를 들어, 유기 EL 층 (15) 은 정공 전송층, 발광층 및 전자 전송층으로 이루어지는 3 층 구성, 또는 정공

주입 전송층, 발광층 및 전자 주입 전송층으로 이루어지는 3 층 구성를 가질 수도 있다. 또는, 발광층에 대한 재료에 따라,

유기 EL 층 (15) 은 발광층만으로 형성될 수도 있다.
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유기 EL 디스플레이 패널 (11) 은 모노 (mono) 컬러 디스플레이로 한정되지 않으며, 수가지 색의 에어리어 (area) 컬러 디

스플레이 또는 풀 (full) 컬러 디스플레이에도 적용될 수도 있다. 풀 컬러 디스플레이의 경우, 예를 들어, 기판 (12) 으로서

컬러 필터의 표면상에 수지제의 오버코트 (overcoat) 층을 형성함으로써 형성되는 기판이 사용된다. 이 경우, 제 1 전극

(13), 절연막 (19), 격벽 (14), 유기 EL 층 (15) 및 제 2 전극 (16) 등이 오버코트 층 상에 형성된다.

유기 EL 층 (15) 은 백색 발광을 하도록 구성하여도 된다. 백색 발광은 청색 발광층, 녹색 발광층 및 적색 발광층을 중첩하

는 방식으로 배치함으로써 구성될 수도 있다. 또한, 백색 발광은 청색 발광층, 녹색 발광층 및 적색 발광층을 각각 스트라

이프상으로 형성함과 함께, 적, 녹, 청의 발광부가 순서대로 인접하여 반복되게 늘어놓아 형성하여도 된다. 또한, 적, 녹 및

청의 발광을 일으키는 유기 발광 재료를 단일 발광층에 혼재시켜도 된다.

기판 (12) 은 유리로 형성될 필요는 없으며, 투명한 수지 또는 막으로 형성되어도 된다.

제 1 전극 (13) 을 구성하는 투명 전극은 ITO 로 형성될 필요는 없으며, 이디움 아연산화물 (IZO), 아연산화물 (ZnO) 또는

주석 산화물 (SnO2) 으로 형성되어도 된다.

제 2 전극 (16) 은 알루미늄으로 형성될 필요는 없으며, 공지된 음극 재료로 형성되어도 된다. 예를 들어, 제 2 전극 (16)

은 금, 은, 구리, 크롬 또는 이들 재료의 합금으로 형성되어도 된다.

제 2 전극 (16) 은 광반사 하도록 구성될 필요는 없다.

유기 EL 소자 (18) 는 기판 (12) 측으로부터 출사하도록 한정하지 않는다. 대신, 유기 EL 소자 (18) 는 기판 (12) 의 반대

측면으로부터 출사하는, 소위 탑 에미션형 (top emission type) 의 유기 EL 소자이어도 된다. 이 경우, 유기 EL 층 (15) 을

끼고 기판 (12) 과 반대 측면 상에 배치되는 제 2 전극 (16) 은 각 유기 EL 소자 (18) 에서 투명 전극으로 형성된다. ITO 막

의 표면 상의 일함수 (work funtion) 는 정공의 주입에 대해 적합한 값을 가지므로, ITO 막은 양극으로서는 적합하나, 음

극으로서는 최적은 아니다. 따라서, 유기 EL 소자의 음극을 구성하는 전극이, 전극을 투명하게 하기 위해 ITO 로 형성되어

있다면, ITO 로 형성된 유기 EL 층 (15) 과 대향하는 표면상에 투명할 만큼 충분히 얇은 막 두께로 제공하는 것이 바람직

하다.

유기 EL 소자 (18) 를 소위 탑 에미션형의 구성한 경우, 기판 (12) 측에 배치되는 제 1 전극 (13) 은 투명하지 않아도 된다.

도면의 간단한 설명

도 1a 는 일 실시형태에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 개략 부분 사시도이다.

도 1b 는 도 1a 에 도시된 유기 EL 디스플레이 패널의 부분 모식 단면도이다.

도 2a 내지 2C 는 유기 EL 디스플레이 패널의 제조 과정을 도시하는 부분 모식 단면도이다.

※도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

11: 유기 EL 디스플레이 패널 12: 기판

13: 제 1 전극 14: 격벽

14a: 역 테이퍼상 (tapered) 부분 14b: 베이스

15: 유기 EL 층 16: 제 2 전극

17: 차단막 18: 유기소자

19: 절연막
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도면

도면1a

도면1b

도면2a
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专利名称(译) 有机电致发光显示板

公开(公告)号 KR1020070082581A 公开(公告)日 2007-08-21

申请号 KR1020070016764 申请日 2007-02-16

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社丰田自动织机
株式会社丰田肖特基地图

申请(专利权)人(译) 株式会社丰田肖特基地图

当前申请(专利权)人(译) 株式会社丰田肖特基地图

[标]发明人 NAGARA YOSHIAKI
나가라요시아키
KITAMURA KAZUNORI
기타무라가즈노리
FUJITA YOSHIFUMI
후지타요시후미
IWATA HIROMU
이와타히로무
YAMAGUCHI TAKESHI
야마구치다케시
KATO YOSHIFUMI
가토요시후미

发明人 나가라요시아키
기타무라가즈노리
후지타요시후미
이와타히로무
야마구치다케시
가토요시후미

IPC分类号 H05B33/22 H05B

CPC分类号 H01L27/3283 H01L51/5237 H01L51/5253

代理人(译) 韩国专利公司

优先权 2006039877 2006-02-16 JP
2006262394 2006-09-27 JP

其他公开文献 KR100851797B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有机电致发光显示面板包括形成基板的多个第一电极，与基板平行的条纹（条纹），第一电极，电绝缘交叉的多个分隔壁，以及第
一电极，形成在分隔壁上的有机电致发光层，以及设置在有机电致发光层上的多个第二电极和屏蔽层。第二电极是在分隔壁中形成
平行条纹。有机电致发光器件可以形成在第一和第二电极的每个交叉点处。屏蔽涂覆第一电极，有机电致发光层，以及第二电极和
分隔壁的暴露部分。每个分隔壁具有倒锥形部分，该倒锥形部分具有宽的顶端部分。由锥形表面中的平行侧和倒锥形部分的基板形
成的角度θ可以是分隔壁的高度在1.5或50以上为6.0㎛或更小，或者大于等于80。屏蔽层的厚度可以是0.7㎛或更小，超过0.7㎛，
它是由氮化硅形成的。有机电致发光显示面板，有机EL，有机器件，屏蔽，分隔壁。
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